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Ⅰ 研究の成果(1000字 程度)
皿族窒化物 半導体はその優れた光学特性 か ら発光デバイスへの応用が進 め られ ている。
通常、デバイス層は化学的 ・熱的に安定なサファイ ア基板上に作製 され るが、GaNと の格
子不整合は16%と大き く、 さらなる結晶品質の向上には格子整合基板の利用が望まれてい
る。 また、サ ファイアは熱伝 導率が低いため放熱効率が悪 く、透光性基板であることか ら
光利用効率 も悪い。そのため高熱伝導率 ・高反射率基板 の利用が望まれてい る。
Hf基板はGaNと の格子不整合が0.3%と小 さく、高品質GaNエ ピタキシャル成長基板
として有望である。また、Ag基板 は金属中で最大の熱伝導率を示 し、反射率 は可視域でほ
ぼ100%であることか ら、高熱伝 導率 ・高反射率基板 として優れ ている。 しか し、通常の結
晶成長手法では成長温度が700℃以上 と高いた め金属基板 とⅢ族原料が激 しく反応 し、金属
基板 をエ ピ タキ シ ャル 成 長 基板 と して 用 い る こ とは 困難 で あ
る こ とが知 られ てい る。今 回、低 温成 長 が 可能 なPLD(Pulsed
Laser Deposihon)法を用 い てHf(0001)基板 お よびAg(111)基
板 上へ Ⅲ族 窒化物 薄 膜 の成長 を試 みた。
研 磨 に よっ て平 坦化 した金 属 基 板 を超 高真 空 中で ア ニール
し、清 浄化 を行 った。清 浄化 を行 ったHf(0001)基板 上に700℃
でGaNを 成長 させ た ところ、 多結 晶GaNが 成長 し、 界面 に
は4nmに お よぶ反応 層 が 存在す る こ とが分 か った。 界 面反応
を抑 制す るた め室 温 でGaN成 長 を行 った ところ、RHEED像
は 図1の よ うにス トリー キー なパ ター ン を示 し、GaNの エ ピタ
キシ ャル 成長 が確認 され た。また 、明瞭 なRHEED強 度 振動 が観
測 され てい る こ とか ら、GaNはlayer-by-layerモー ドで成長 して
い る こ とが 明 らか とな った。 この 室温 成長GaN薄 膜 は700℃ ま
で のア ニール で も界 面反応 層厚 が 変化 しない こ とか ら、高温GaN
成 長 用 のバ ッフ ァー 層 と して も機 能 す る こ とが確 か め られ た。
また 、清 浄化 を行 ったAg(111)基板 上 に450℃でAlNを 成 長 さ
せ た ところ、図2の よ うなRHEEDパ ター ンが得 られ 、30度 回
転 ドメイ ンが存在 しないAlNエ ピタキ シ ャル 薄膜 の成 長 が確認
され た。このAlNバ ッフ ァー 層 上 にGaNの 成 長 を行 った と ころ
RHEED像 は 図3の よ うに シャー プ なス トリー ク とな り、平坦 な
GaNエ ピタキ シ ャル 薄膜 が成 長 してい る こ とが 分か った。
以上のよ うにPLD法による低温成長技術を用いることで初めて金属基板上へのⅢ族窒化
物成長が可能 とな り、優れた性質 を持つ金属基板を有効に利用で きることが分 かった。
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